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  نهي ميدان الكتريكي) (متوسط) ) (الكتريسيته ساكن ـ برهمياب فضل(

 Oيكديگر را در نقطـه   q4و q3كنند و تنها بايد ميدان بارهاي ، خنثي ميOيكديگر را در نقطه  q2و q1ميدان حاصل از بارهاي ـ» 1«گزينه  - 2
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cmبايد q4بنابراين بار 12 8   جا شود. نسبت به حالت اوليه به سمت راست جابه 4

  (دشوار)نهي ميدان الكتريكي)  ) (الكتريسيته ساكن ـ برهم89سراسري خارج از كشور رياضي ـ (

نام  هم Dنيز با  Cروند، بار  نمي Dبه  Cمنفي است و چون خطوط خارج شده از  Dشوند، بنابراين بار  وارد مي Dـ خطوط ميدان به بار » 4«گزينه  - 3
نام  هم Aهمين ترتيب بار  باشد و به و مثبت مي Cنام با  ناهم Bاند، بار  رسيده Cخارج و به  Bهمين ترتيب چون خطوط ميدان از  و منفي است. به

  باشد. و مثبت مي Bبا 

  

  ياب) (الكتريسيته ساكن ـ خطوط ميدان الكتريكي) (آسان) (فضل

kانرژي جنبشي و پتانسيل با يكـديگر برابـر اسـت   ندازه ادانيم تغييرات  ـ مي» 3«گزينه  - 4 U        و تغييـر انـرژي پتانسـيل الكتركـي از
Uرابطه | q | Edcos    باشد به جز ميـدان الكتريكـي   تمام پارامترها يكسان ميآيد. در رابطه فوق  دست مي به(E)   ) 3كـه در شـكل (

باشد، بنابراين تغييرات انرژي پتانسيل الكتريكي، در نتيجه تغييرات انرژي جنبشـي و افـزايش    تر مي ميدان بيش ،تر خطوط دليل تراكم بيش به
  الكتريكي) (متوسط)انرژي پتانسيل ياب) (الكتريسيته ساكن ـ  (فضلاست. تر از ساير اشكال  ) بيش3سرعت در شكل (

Bباشند باشد، داراي پتانسيل يكسان مي مي Bدر راستاي عمود بر ميدان نسبت به نقطه  Cـ چون نقطه » 2«گزينه  - 5 C(V V ).  
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 تر را خنثي كنيم، ميدان برايند برابر با: اگر بار بزرگ

T

kq N
E E

d C
( )

   2
2

100

2

  

  ) (الكتريسيته ساكن ـ ميدان الكتريكي) (دشوار)علوي(كتاب همراه 

شود كه ميـدان   گيرد، بار الكتريكي طوري روي سطح خارجي آن توزيع مي ا در داخل يك ميدان الكتريكي قرار ميـ وقتي يك رسان» 1«گزينه  - 7
  )آسان) (توزيع بار الكتريكي در اجسام رساناياب) (الكتريسيته ساكن ـ  (فضلالكتريكي خالص درون رسانا صفر شود. 

شوند كه بار در سطح بيروني  شود، اين دو تبديل به يك جسم رسانا مي ي تماس داده ميكه گلوله فلزي با درون استوانه فلز ـ هنگامي» 2«گزينه  - 8
  )آسان) (توزيع بار الكتريكي در اجسام رسانا) (الكتريسيته ساكن ـ كتاب همراه علوي(شود.  استوانه توزيع مي
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Vهاي ـ با استفاده از رابطه» 1«گزينه  -14
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  ياب) (الكتريسيته ساكن ـ خازن) (متوسط) (فضل

  شود. برابر مي 4برابر شود، مساحت صفحات آن  2ـ اگر ابعاد خازن » 4«گزينه  - 15
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  ) (متوسط)ياب) (الكتريسيته ساكن ـ خازن (فضل

qـ چگالي سطحي» 4«گزينه  -16
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   در نقطهA تر از نقطه  بيشB تر از سـاير نقـاط    دانيم بار در نقاط نوك تيز اجسام رسانا بيش است، زيرا مي

Aاي است كه پتانسيل تمام نقاط با يكديگر برابر باشند شود، ولي اين توزيع به گونه توزيع مي B(V V ).  

  ياب) (الكتريسيته ساكن ـ چگالي سطحي) (متوسط) (فضل

  ـ بار دو كره بعد از تماس با يكديگر برابر خواهد شد.» 1«گزينه  -17
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  آوريم: دست مي چگالي سطحي كره اول را در دو حالت به
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1از تماسدر نتيجه چگالي سطحي بعد 
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A
C k

Cd

d

    
 

ο
  

  افزايش خواهد يافت. V، بنابراين يابد كاهش مي Cثابت است و  qكه  با توجه به اين

q CV

C V

q


   



  

  ) (الكتريسيته ساكن ـ خازن) (متوسط)83(سراسري داخل كشور تجربي ـ 



  ـ» 4«گزينه  - 20

q
C

V
(F)

 

ــولن 11 ك
1

1 ولت   1  
 

 (كتاب همراه علوي) (الكتريسيته ساكن ـ خازن) (آسان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


